Dopasowanie odbiornika do zrédta ze wzgledu na moc pozorna
Oznaczenia:
E - napiecie Zzrodtowe
| - prad w obwodzie
Z,=|Z,| e impedancja zespolona odbiornika,
Z, =12, | e"impedancja zespolona zrédta, oraz parametr k = |Z,|/|Z,|

Moc pozorna |S| w odbiorniku wynosi:
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|S| w odbiorniku zalezy od dwdch parametréw : ¢ i k. Najpierw zaktadamy, ze ¢ = const
i obliczamy pochodng 9|S|/ok = 0. Daje to k? - 1 = 0, czyli k = + 1. Pochodna 3%|S|/ok? <
0, czyli uzyskaliSmy maksimum. Podstawiajgc k = 1 otrzymuje sie :
S| - E|? | 1 Wyrazenie to przyjmuje warto$¢ maksymalng () dla:
2|2, 1+cos(y-9) cos(y-¢)=-1, czyli y-¢ = +m.

Oznacza to, ze: dla zrédta o charakterze indukcyjno-czynnym najlepsze dopasowanie
daje kondensator idealny, a dla Zzrodta o charakterze pojemnosciowo-czynnym cewka
idealna. W wypadku Zrodta o charakterze samej reaktacji moc pozorna osigga przy
dopasowaniu nieskoriczonosg.
Dopasowanie ze wzgledu na moc czynna:
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Podobnie jak poprzednio dopasowanie ma miejsce dla k = 1. Wtedy moc P wynosi :
p__|EI* . cosg
2(Z,| 1+cos(y-o)

Warunek zerowania sie pierwszej pochodnej oP/0¢p = 0 daje sin ¢ = - sin g, skad dla
katow g i ¢ lezacych w pierwszej lub czwartej éwiartce otrzymujemy y = - ¢ czyli tgcznie:
Z,=272,.



